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空间太阳能电池用锗单晶抛光片规范

1 范围

本规范规定了空间太阳能电池用锗单晶抛光片（以下简称锗单晶抛光片）的性能要求、质量保证规定
及交货准备等。
本规范适用于空间太阳能电池用直径为 100mm 的N 型和P 型锗单晶抛光片，其他太阳能电池用直

径 100Inm 的N 型和 P 型锗单晶抛光片亦可参照使用。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本规范的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修
改单（不包含勘误的内容）或修订版本都不适用于本规范，但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本
的可能性。凡不注日期或版次的引用文件， 其最新版本适用于本规范。
GB/ T 191 包装储运图示标志

GB/ T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/ T 1555一 2009 半导体单晶晶向测定方法

GB /T 4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB /T 5252 锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法

GB /T6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/ T 6619 硅片弯曲度测试方法

GB /T6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/ T 13387 硅及其他电子材料晶片参考面长度测量方法
GB /T 13388一 2009 硅片参考面结品学取向x 射线测试方法
GB /T 14140一 2009 硅片直径测量方法
GB/ T 19921 硅抛光片表面颗粒测试方法
GB /T 259巧．1一 20 ]0 洁净室及相关受控环境 第 1部分：空气洁净度等级
GB/ T 26074一 20!0 锗单晶电阻率直流四探针测量方法

3 要求

3. 1 总则

锗单晶抛光片应符合本规范的全部要求。
按本规范提交的产品应是经鉴定合格的产品。
3.2 电性能
锗单晶抛光片的电性能应符合表 1的规定。

表 1 电性能

晶片种类 导电类型
电肠风率
贝”Cm

径向电阻率变化
%

迁移率
cmZ/(v ·s)

P 型锗单品抛光片 P型 0乃l? 0.05 簇15 ) 200

N 型锗单品抛光片 N 型 0.001 ? 0.050 ( 15 ) 200

3. 3 位错密度
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P型锗单晶抛光片的位错密度分为两档：l档为小于 500 个每平方厘米， 11档为（500 ～一1000）个铸平

方厘米。
N 型锗单晶抛光片的位错密度应不大于5000 个每平方厘米。
3. 4 参考面位置
锗单晶抛光片参考面位置为｛Il 。｝: 0o士l‘或｛100}：『士2。。

3 . 5 表面质量
锗单晶抛光片为单而抛光， 其背面为磨削面， 其正表面应无崩边、裂纹、桔皮、划道和雾。

3. 6 表面颗粒度

锗单晶抛光片止表面仁颗粒直径大于 0.3fllll的颗粒数日应不大于 100 个每片。
37 激光标识码
锗单晶抛光片应按附录 A 规定的方法在其正表面参考面边缘处激光标识出承制方代码、批号和晶

片号等，标志应清晰、 完整、唯一 。
3. 8 几何尺寸参数
锗单晶抛光片的几何尺、」参数应符合表 2 的规定。锗单晶抛光片的外形尺 、」示意图见图 、。

表2 几何尺寸参数

规格 直呀
11盆111

厚度
林In

参考面长度
1llnl

总厚度变化
卜1111

弯曲度
卜Im

GC 一（)l ]00二：: 175士15 32.5土2石 蕊15 毛12

Ge一 02 !00北 175士15 16士2 延15 毛12

Ge一 03 100二：孟 】40士15 32
.5士2.5 毛15 簇】2

Ge 一04 100华 140士15 】6士2 蕊】5 毛12

参考而长度

直径

图 1 外形尺寸示意图

3. 9 表面取向
锗单晶抛光片表面取向为＜ 100＞偏（111)9。士l‘或＜ 100＞偏（1]l)6。士l。。
3. 10 机械强度
锗单晶抛光片的机械强度应不小于 13N 。

4 质量保证规定

4. 1 检验分类
本规范规定的检验分类如下：
a） 筛选（见4.3):
b） 鉴定检验（见4. 4) :
c） 质量一致性检验（见4 .5）。

2
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4. 2 检验条件
除另有规定外，应在下列条件下进行所有检验：
a） 温度： 15℃～ 35℃；
b） 相对湿度： 35% ? 75% ;
c） 大气压力： 86kPa? 106kPa。

4 . 3 筛选

在鉴定检验和质量一 致性检验之前，

检验项目

表面质量

全部锗单晶抛光片应按表3进行筛选。剔除不合格品。

表3 筛选

要求章条号 ｛ 检验方法章条号

467

4. 4 鉴定检验
4. 4. 1 通则

鉴定检验应在鉴定机构认可的试验室进行。 所有样品应为生产中通常使用的设备和工艺生产的产
品。当原材料或制造工艺发生重大变化时，应重新进行鉴定检验。
4. 4. 2 检验样品及数量
鉴定检验的样品应为一 个生产流程中生产的 1根单晶头部和尾部各切取的2片样品，其中，头部和
尾部各切取厚度不小于 0. smm 的 l片样品用于 l组导电类型、 电阻率、径向电阻率变化检验：各切取
厚度不小于Zmm ，晶向为＜100> 0o士6o的】片样品用于 ！组位错密度、迁移率、参考面位置的检验。
从该单晶所加工成的相同尺寸规格、相同表面取向的抛光片中随机抽取的 7 片进行2 组和3 组检验。
4 .4 . 3 检验程序
鉴定检验的项目、 受试样品的数量及允许不合格品的数量应按表4的规定进行。

表 4 鉴定检验

组别 检验项目 要求的章条号 检查方法章条号
受试样品数量
片

允许不合格品数
片

组

导电类型 3.2 4.6.1

2 0电阻率 3.2 4.6.2

径向电阻率变化 3.2 4石．3

迁移率 3.2 4 .6. 4

2 八U位错密度 3.3 4 .6.5

参考面位置 3.4 4.6.6

2组

表面质量 3.5 4石．7

『气 0

表而颗粒度 3.6 4 .6. 8

激光标识码 3.7 4 .6.9

总厚度变化 3,8 4.6.10

弯1}11度 3.8 4. 6.11

厚度 3.8 4.6.12

直径 3.8 4石．13

参考而长度 3.8 4. 6 .14

表面取向 3.9 4 .6.15

3组 机械强度 3.10 4. 6.16 2 0
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4. 4 . 4 合格判据

若受试样品通过表 4 中各项检验或试验，则鉴定检验合格，若检验超过表 4 规定的允许不合格品数，
则不授予鉴定合格资格。
4. 4. 5 鉴定合格资格保持
为保持鉴定合格资格，每 12个月承制方应向鉴定机构提交符合下列要求的鉴定合格资格的保持报告：
a） 周期内所有 A 组检验结果摘要：
b） 原材料、工艺未发生重大变化的说明；
c） 产品的设计未作更改的说明：
d） 产品规范的要求未作会影响产品特性的更改；
e) C 组检验合格报告。

4
, 5 质量一 致性检验

4 . 5. 1 通则

质量一 致性检验由A 组检验和 C 组检验组成。 A 组检验为逐批检验， C 组检验为周期检验 。
4.5 . 2 逐批检验
4. 5. 2. 1 检验批的组成
锗单晶抛光片应成批提交检验。 每个检验批应由同一 单晶锭所加工的锗单晶抛光片全｝4成。

4. 5.2 . ZA 组检验
4. 5. 2. 2. 1 检验项目
锗单晶抛光片A 组检验项目应按表5 的规定。

45 , 2. 2. 2 抽样方案
锗单晶抛光片A 组检验中的 l组检验是在所用锗单晶锭留取的头、 尾各2 片切割样片上进行。其

中头部和尾部各 l片（厚度不小于 Zlnm ， 晶向为＜ 100> 0’士6。）用于测试位错密度、迁移率、参考面位
置：另各 l片（厚度不小于 0 .5,111司用于测试导电类型、 电阻率、 径向电阻率变化。
锗单晶抛光片A 组检验中的2 组检验从该单晶所加工的抛光片中抽取，抽样方案按表6 进行。

表SA 组检验

组别 检验项目 要求的章条号 检查方法章条号

哪

导电类型

电阻率

3 .2

3.2
一一一

l
一

2

丘

16.

月斗

d.
一一

一

径向电阻率变化 3.2 4
.6 .3

迁移率 32 4.64

位错密度 3.3 4. 6.5

参考面位置 3 .4 46 .6

2组

表而质量 3.5 4
.
67

表面颗粒度 3.6 468

激光标识码 3.7 {
4乃月

总厚度变化 38 ⋯ “() 10

弯曲度 3·” ⋯ 4
·6·，,

厚度 3.8 ⋯ “612

直径 3.8 4 .6 .13

参考面长度 3 .8 4 .6．】4

表面取向 3
.
9 4石！5
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表 6A 组检验抽样方案

批量范围
片

样本大小
片

2? 15 1

16? 50 2

51 ? 150 3

!51 ? 280 4

多281 5

4. 5.2 . 2. 3 不合格

锗单晶锭留取的样片按规定进行A 组检验中！组检验，若有不符合表 5 中 l组规定的检验时， 则
该批不合格。
锗单晶抛光片进行A 组检验中2 组检验，若有不符合表 5规定的检验时，则该批不合格。

4
.
5 .2 .2 . 4 不合格处理
如果一 个检验批是由于锗单晶抛光片表面质量、厚度、总厚度变化不合格被拒收，承制方可以返工
该批产品以纠正其缺陷或剔除有缺陷的产品，并重新提交进行复验。复验采用双倍样品数量加严检验进

行全部项目检验。对重新检验批应清晰标明为复验批，并与新的检验批严格区分。复验不合格的检验批
则判为批不合格。
4 .5. 3C 组检验
4. 5. 3 . 1 检验项目

C 组检验项目见表7。
4. 5. 3. 2 抽样方案
C 组检验样品应为从通过A 组检验的检验批中随机抽取的2片抛光片。C 组检验应每 12个月进行一 次。

表 7C 组检验

检验项目 要求章条号 检验方法章条号

湘L械强度 3.10 4 .6.16

4. 5. 3. 3 不合格
如果有任何一 片抛光片米能通过C 组检验，则C 组检验小合格。

4. 5. 3. 4 不合格处理
如果样本未能通过 C 组检验，则承制方应按下列步骤进行处理：
a） 立即停止产品交货和A 组检验。
b） 查明失效原因，在材料、工艺或其他方面提出纠正措施，刘采用基本相同的材料和上艺进行制
造、失效模式相同、能进行纠正的所有产品采取纠正措施。
c） 完成纠正措施后， 重新抽取样品进行C 组检验。
d) A 组检验可以重新开始，但必须在 C 组检验重新检验合格后，产品才能交货。如果 C 组重新
检验不合格，则将检验结果书面报告鉴定机构。

4 . 6 检验方法
4 .6 . 1 导电类型

导电类型按GB/ T 1550进行测量。
4 . 6 .2 电阻率
电阻率按GB/ T 26074一 20功进行测量， 测量环境温度： 23℃士2℃。 电阻率为中心点的测量值。
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4 . 6. 3 径向电阻率变化

径向电阻率变化按 GB/ T 26074 一 2010 进行测量 ，测量环境温度： 23℃士2 'C 。 测量点选取按
GB/ T 26074 一 2010 中图 3 的规定，径向电阻率最大百分变化即为径向电阻率变化。
4 . 6. 4 迁移率
迁移率按 GB/ T 4326 进行测量。

4. 6. 5 位错密度
位错密度按 GB/ T 5252 进行测量， 测试点位置如图2 所示，方格边长为 13.11111， 总计数位置为37
个，位置 19居抛光片中心。位错密度按公式（l）计算。

2 13

4 } 5 {6

15
一

22
一

29

器黑优

孺 黯 袱
35 }36 }37

注：1、2 、3、 ⋯ ⋯为计数位置。
图 2 测试点位置示意图

Nd 二寸月，
37洲

式中：
屿一 一 位错密度，个每平方厘米；
C 一 一 预先测得的显微镜的计算系数；
ni一 一 各点读数。

4 .6. 6 参考面位置

参考面位置按GB/ T 13388一 2009 中方法 】进行测量，锗｛110｝对应的X 射线衍射的布拉格衍射角为
22 '40 '：锗｛100｝对应的X 射线衍射的布拉格衍射角为33002’。
4 . 6 . 7 表面质量

表面质量按GB/ T 6624 进行检查。具体条件为：强光灯下， 目视观察。
4
. 6. 8 表面颗粒度
表面颗粒度按 GB /T 19921 进行测量。

4 . 6 . 9 激光标识码
激光标识码的字符在日光灯下目视检查。

4 . 6. 10 总厚度变化

总厚度变化按GB/ T 6618 或附录 B 进行测量， 其中GB/ T 6618 为基准方法。
4 . 6. 11 弯曲度
弯曲度按 GB/ T 6619 或附录 B 进行测量，其中GB/ T 6619为基准方法。

4. 6. 12 厚度
厚度按GB/ T 6618 进行测量。

4. 6. 13 直径
直径按 GB/ T 14!40 一 2009 中方法 2 进行测量或采用精度为 a02mm 的量具进行测量 ， 其中
GB /T 14]40 一 2009 ．几护方法2为基准方法。
6
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4. 6 . 14 参考面长度
参考面长度按GB/ T !3387 进行测量或采用精度为0 .02m ，二的量具进行测量，其中GB/ T 13387为基
准方法。
4. 6. 15 表面取向
表面取向按 GB /T 1555一 2009 中方法 A 进行测量，锗｛100｝对应 x 射线衍射的布拉格衍射角为

33'02，。测量中参考面与吸盘相对位置如图 3 所示。 参考面为弋110｝的锗单晶抛光片表面取向测量按

图3a) ～ 图3d）所示的顺序依次进行；参考面为｛100｝的锗单晶抛光片表面取向测量按图3e）一 图 3h）所
示的顺序依次进行。测量时，有两个方向可直接获得测角仪读数， 一 个方向需填加垫片（见图4）进行辅
助测量以获得测角仪读数，还有一 个方向不能通过测量获得测角仪读数，计算时需用（100）对应的布拉
格衍射角代替测角仪读数。

参考面

参考面 参考面

吸盘
参考面

吸盘

参考面 参考面

参考面 参考面
吸盘 吸盘

盘
一

＼
、
l
-
-
／
仁

盘

吸
一

＼

7
吸

盘
一

＼
l
-
／
乙

盘

吸
一

＼

7
护
吸

Dg )

图 3 参考面位置与吸盘相对位置示意图

90土05 。

注：a略小于样品托与激光管之间的垂直方向距离。
图 4 垫片外形尺寸示意图

锗单晶抛光片的表面取向总角度偏差按公式（2) ～公式（4）进行计算。

。二喜（,，一 ，3)
艺

.' " ' '" " " ”⋯ ⋯ （2 )

刀＝ 尹2一 哟。。······，··········，····························一 （3)

cos 功二 cos以 co叨··············，············，··············⋯ ⋯ （4)

式中：

少，、 帅一 一 可直接测得的布拉格衍射角，
。
；

物一 一 使用垫片进行辅助测量所获得的布拉格衍射角，
'
;

少。。。一 一 锗｛100｝对应x 射线衍射的布拉格衍射角， 33
'02';

砂一 一 总角度偏差， 。。
4. 6. 16 机械强度

机械强度按附录C 进行试验。
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4. 7 包装检验

锗单晶抛光片交付前， 其包装应用目视检查，并符合第 5章的要求。

5 交货准备

5 . 1 包装

锗单晶抛光片应在超净环境中封入单片包装盒，贴好标签：再将多个单片包装盒放入洁净塑料袋内，
抽真空、再充惰性气体封装；最后用防沾污、防潮的塑料袋二次封装，贴好标签。
5. 2 装箱

将经二次封装的包装盒装入瓦楞纸箱内，其空隙用软填充物填允，合盖，封口，并用打包带以井字
形捆扎。
5. 3 运输与贮存

产品在运输过程中应防止化学物质腐蚀、碰撞和受潮。搬运时应轻拿轻放， 防止磕碰。
产品应存放于温度为 10OC? 30℃、相对湿度不大于75% ， 目尤酸性、碱性或其他有害气体环境中。
产品有效贮存期为6 个月。对贮存超期的产品应先检验，清洗处理后再使用。

5. 4 标志

5. 4. 1 合格证书

每批产品应附有合格证书， 并注明：
a） 产品名称及牌号（适用时）;
b） 本规范编号；
c） 承制方名称或商标；
d） 产品批号；
e） 锗单晶抛光片片数；
f） 各项参数的检验结果；

g） 检验员签名或代号：
h） 检验日期；
i） 承制方质检部门签章。

5. 4 . 2 包装箱标志
包装箱外侧应有下列标志：
a） 承制方名称或商标；
b） 产品名称、 牌号（适用时）;
c） 数量；
d） 出厂日期：
e） 符合GB /T 191规定的 “怕晒”、 “怕日J”使 “易碎物品”标志名称或图形符号。

6 说明事项

6. 1 预定用途

本规范规定的锗单晶抛光片预定用于空间太阳能电池。
6. 2 订货文件应明确的内容
合同或订单中应注明下列内容：
a） 本规范的名称和编号；
b） 型号或牌号（适用时）;
c） 特殊要求；
d） 数量：
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适用的包装要求；
其他。

e)

f)
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附 录 A

（规范’｝生附录）
激光标识方法

A . 1 激光标识代码

激光标识代码山大写字母（A 一 Z） 、破折号（一）和数字（O ? 9）组成， 一 般不超过 13个字符。首字符
为承制方单位代码，用字母表示：第2 个字符为导电类型代码，用大写字符 N 或P 表示：中间用破折

号间隔；其后 5 ? 6个字符表示批号，用字母或数字表示：中间用破折号间隔；最后3位数字表示晶片
编号， 并由单晶锭头部（接籽晶端）晶片开始编号。

口 口 一 口 一 口

例如： XX 承制力（代码为S）生产的批次号为

SP一 V23456 一 025。

�D 品片编号， 3 个字符，用数字表示
�D 批号， 5 ? 6个字符表示，用字母或数字表示
�D 导电类型代码，用大写字符N 或P表示
�D 承制方单位代码，用字母表示， l个字符

V23456 的P 型锗片，序号为025，则激光标识码为：

A . 2 激光标识的形状

用点阵法写入字符， 最小点阵是水平 5 点、垂直 9 点。 可以用更多的点， 直到所包含的点成实线。
但不推荐用实线写入字符， 避免增加抛光片破裂的可能性。

A . 3 激光标识位置

A . 3. 1 激光标识位于抛光片正表面的参考面附近。 用户有特殊要求时，也可以位于抛光片的背表面。
A . 3. 2 激光标识定位如图A .l和表A .l所示。

参考而

字符位置

图A . 1 激光标识位置示意图

表A . 1 代码域的定位和尺寸

参数 派洁
d 1.0士0 .5

h 2、5士05
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附 录 B

（规范性附录）

锗单晶抛光片几何参数的光学测试方法

B . 1 范围

本附录规定了锗单晶抛光片几何参数的光学测试方法。
本附录适用于直径（50一 150)mm 、 厚度（100一 1000）林m 锗单晶抛光片总厚度变化（TTv ）、弯曲度
(Bow ）的测量。本方法也适用于测量其他半导体抛光片的几何参数。

B . 2 测量原理

利用真空吸盘吸持抛光片的背面或将抛光片置于3个支点上使抛光片呈自由夹持状态，同时使抛光
片正表面靠近干涉仪基准面，来自单色光源的平面波受到抛光片止表面和干涉仪的基准平面的反射，在
空间迭加形成光干涉，如图B . l所示。由于所处光程差不同， 出现干涉条纹。分析得到的干涉条纹，可
度量抛光片的几何参数。

至干涉仪条纹观 基准棱镜
察分析装置 气 ／八火 ／ 入射线

参考光束

测试光束

基准面

待测表而 试样

图B . 1 光干涉测试系统结构图

当单色光扫描抛光片正表面，并指定抛光片背表面为参考平面（理想平面）时，相对于理想平面的最

大正偏差（B）和最大负偏差（A ）绝对值之和即为该抛光片的总厚度变化（如图B .2 所示）。
!B

图 B . 2 TTV 的示意图

当单色光扫描抛光片正表面，并假定一 个通过对于抛光片正表面进行最小二次拟合得到的参考平面
（焦平面）时，抛光片正表面中心点相对于焦平面的偏差即为该抛光片的弯曲度（如图B .3所示）。
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图B 3 BO，的示意图

B . 3 测量设备和仪器

光学测试系统， ，般应包含：
a） 掠射入射干涉仪， 由单色光源 、聚焦透镜、毛玻璃散射盘和观察屏组成。 仪器灵敏度不低于

0 .1阴n ， 并可调节其灵敏度大小。
b） 真空吸盘，其表面平整度应不大于 0.25卜．m 。 吸盘直径与待测样品直径相匹配。

c、 校准劈， 为平整度己知的光学平晶，用于校准干涉仪的灵敏度。

B . 4 测量环境条件

应在下列环境条件下进行测量：
a） 温度： 22℃士2℃；
b） 相对湿度： 40% ? 50% ;
c） 洁净度不低于 GB /T25915 .l一 2010 中1505 级。

B . 5 试样

待测试的锗单晶抛光片表面应清洁、 干燥。

B . 6 测量程序

B . 6 . 1 校准
将校准劈的锁钉和干涉仪的基准面相接触，使校准劈的平面与干涉仪的基准面之间形成空气劈，沿
着劈的方向，其几何厚度呈线性变化。在入射角一 定的情况下，使两束相干平面波之间的光程差沿劈的

方向产生周期性的变化，导致在观察屏＿［呈现一 组平行的干涉条纹，方向与劈的方向相垂直。
调整干涉仪入射光束在校准劈反射面上入射角，使己知校准劈平整度等于其光程差与干涉条纹之比

值。
B . 6 .2 手动式光学测试系统测量
手动测试程序如下：
a） 将需要测试的参数（如TTV ）输入光学测试系统；
b） 依据抛光片的直径选择全片吸持式吸盘并装到光学测试系统的相应位置；
c） 将抛光片的背表面吸持在适宜的真空吸盘上：
d） 进入测试界面，调整吸盘上的两个旋钮位置，使抛光片的正表面尽可能靠近干涉仪的基准而，
但不可接触基准面， 直到可获得清晰的图像为止；
e） 点击测试按钮， 系统开始测试，并在屏幕上显示出相应的测试结果；
f） 退出测试界面， 从吸盘上取下抛光片；

g） 卸下吸盘，装上自由夹持装置；
ll） 将需要测试的参数（如 Bow ）输入光学测试系统：
i） 重复 B .6.2c) ? B .6.2f）继续测试（如 Bow ）。

B . 6. 3 自动式光学测试系统测量

自动测试程序如下：

12
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a） 依据抛光片的直径选择相应的吸盘装到光学测试系统的相应位置。
b） 建立测试程序，在吸持式测试列表中，选择相应的参数（如TTV )：在自由夹持式测试列表中，
选择相应的参数（如 Bow ）。
c） 将装有抛光片的花篮放到相应位置，按测试按钮，由机械臂将抛光片取出并放到吸盘上，光学

测试系统将按照设定的程序先测试吸持式测试列表中的参数，再测试自由夹持式测试列表中的

参数，并在屏幕上显示出相应的测试结果。最后由机械臂将抛光片放回花篮。
d） 当需手动操作时，通过手动将抛光片放到吸盘上，按测试按钮 ，光学测试系统将按照设定的程
序先测试吸持式测试列表中的参数，再测试自由夹持式测试列表中的参数，并在屏幕上显示出

相应的测试结果。最后手动将抛光片取出。

B .7 报告

测试报告一 般应包括如下内容：

a） 锗抛光片批号、规格；
b） 测试仪器名称和型号；
c） 总厚度变化、 弯曲度等参数的测试结果；
d） 测试单位名称和测试者；
e） 测试日期。
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附 录 C

（规范性附录）
机械强度试验方法

C . 1 范围

本附录规定了锗单晶片机械强度的试验方法。
本附录适用于直径 100mm 、 厚度为（100一 200）林m 的锗单晶片机械强度的测试。

C .2 试验原理

调整加压探头与金属托之间的距离，以便将锗单晶片放在一 个圆环形金属托的平台上，如图C .l所
示。金属托以一 定的速率向数显式拉力计的加压探头做相对运动，当加压探头与锗单晶片接触时，将以
一 定的力（F）施加在锗单晶片上，直至锗单晶片破裂为止。系统自动记录锗单晶片所能承受的最大压力，
将这一 压力值记为抛光片的机械强度。

蓄金属托/
F 一 数显式拉力训的加压探头
图 C . 1 机械强度测试原理图

C . 3 试验设备和仪器

C . 3. 1 数显式拉力计
数显式拉力计由测量单元和金属材料加压探头组成， 并应满足：
a） 测量单元量程为（0 ? IOO) N ，精度： 0.IN ;
b） 金属材料加压探头： 中（2士0.2).11.11。

C . 3. 2 电动立式测试台
由金属托、可上下移动的平台组成，金属托的圆心与加压探头在同一 垂直线上。
平台移动速度范围： (10一 100)m ,n /min ， 可调。
C . 3. 3 金属托

金属托的内径为941nl刀，金属托的外径为 118111.11，平台的直径为］00 .6,n ,n ，金属托的高度为 101n.11
以上。

C . 4 试样

试样为3 .8 规定规格的锗单晶抛光片，其表面应清洁、干燥。

C . 5 试验程序

C . 5. 1 将电动立式测试台的速率设为（20 士2) ,11，树nlin，测试台将以该速度驱动金属托垂直向加压探头

运动。

C . 5. 2 调整金属托与加压探头之间的距离约 401nlll， 以便将锗单晶片放在金属托的平台上。
C , 5. 3 将抛光片放在金属托的平台上。

】4

.
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C . 5. 4 启动电动立式测试台，金属托将以设定的速度向加压探头运动，直至抛光片破裂，系统将自动
记录压力的峰值。
C . 5. 5 记下系统给出的压力值及单位。
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